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Questão 1: [4,0 pontos] Dado o circuito com MOSFET reforço (VT=1V, K=500µA/V2, |VA|→∞) 

a seguir, determine: (a) o ponto de operação quiescente (IDSQ, VGS); (b) a região de operação do 

transistor. Justifique todas as decisões e desenvolva na forma literal, apresentando os resultados 

numéricos apenas no final. 

 
 

Questão 2: [4,0 pontos] Assumindo que gm1 e gm2 são conhecidos e que |VA|→∞, determine: (a) 

a representação do circuito para pequenos sinais na forma transversal com vi a esquerda e vo a 

direita; (b) a ganho de tensão do amplificador; (b) a impedância de saída do amplificador sendo 

R3 a resistência de carga. 

 
 

Questão 3: [2,0 pontos] Implemente a função lógica: S A C= +  de acordo com os conteúdos 

vistos em sala de aula.  



 

FORMULÁRIO 
 

• MOSFET reforço (enriquecimento, acumulação, intensificação): 
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(b) Região de Triodo 
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(c) Região de Saturação 
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• Modelo de pequenos sinais do MOSFET reforço: rd=|VA|/ID; gm=K⋅(VGS-VT) 
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